[image: image1.jpg]‘ {6 # B
CnTech



中仿科技公司
CnTech Co.,Ltd 

1、 Navigator，3D，Multiphysics>电磁>传导介质DC
2、 CAD导入intro_mini.x_t
3、 按下“头灯”

4、 设置子域：

子域1：导入基本材料中的硅

子域2：导入基本材料中的铝
5、 设置常数

	totcur
	50[A]
	Total current

	side
	2E-4[m]
	Length of side

	thick
	1E-4[m]
	Thickness of deposit

	current_density
	totcur/side/thick
	Current density


6、 设置边界条件：

选中所有边界，改为“电绝缘”

选中边界5，改为“接地”

选中边界28，改为“向内电流流”为current_density
7、 求解

8、 绘图参数>切面，x=1,y=1,z=1

9、 绘图参数>求解域，Qs_dc

10、 剖面图参数，线，x0=-1.4e-3 0 -0.1e-3
x1=1.4e-3 0 -0.1e-3
############################################################
11、 改网格，自由网格，自定义：最大值改为1.2，重画（说明没有专门网格剖分，缺省会做，且上面的两端较粗）
12、 求解器参数，改为Spooles（说明缺省为自动）
13、 多物理场，添加一个Multiphysics>传热>传导>稳态，将主控改为HT

14、 设置子域

子域1为硅

子域2为铝，并在二中设置热源Q_dc（第一次耦合）
15、 设置边界条件

所有边界：热绝缘

边界3：温度边界T=300

16、 后处理，边界，画温度

############################################################

17、 选DC模式，设置子域2的导电率为：3.774E7[s/m]*(1-7E-3*(T[1/K]-300))（第二次耦合）
18、 求解

19、 后处理，边界，电导率

20、 后处理，子域，(1-7E-3*(T-300))

############################################################

21、 选HT，初始化300，

22、 求解器参数中，传导热改为瞬态计算，时间：0:0.0002:0.01
23、 后处理，子域，T

24、 General，改为0s

25、 域图，点，24，T。

26、 后处理，动画。
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